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(54) zplsob mdfeni hlavnich smérd ionizujiciho zéfeni a ze¥fzent
k jeho provédini

Zpisob m&Ffeni{ hlavnich sm3rd ionizu-
jlciho zéfeni a zarizeni k jeho provéddni
Jje ur¥eno pro prom3fovéni expozi¥nich pr{-
kond z hlavnich sm3rd pisobenf ionizujfci-
ho zid¥en{ a k promirovéni hlavanich amérd
phisobent{ ionizujictho zéFeni a Je tvoleno
velkoplosnou polovodi¥ovou diodou s maxi-
mélni d&innost{ ve sm¥ru kolmém ne Jjeji
%elnf plochu, kde se generovany proud nebo
napdt{ zavédi do m&*idla proudu nebo neps-

t{. Zetizeni k provédini zpisobu miteni o
hlavnich sm&rd iomizujfciho zéFeni go tvo- B

feno velkoploZnou polovodidovou déo ou 1

s G&innou plochou 100 a% 4 000 mm“; kterd

Je uloZena ve stinicim prstenci 3 a vyvody
Jsou pripojeny k vyhodnocovacimu zafizeni

s vyhodou p¥istrdji ns mé&Ffeni proudu nebo

nap&ti 2.

Zar¥{zen{ je moino pouiit v rdznych
ocblestech jaderné techniky viude, kde Jjeo
nutné prom&Povet vit¥l expozil¥ni pFikony
a hlavn{ sm&ry pisobenf ionizujiciho zd-
feni zvlésts u velkych radia¥nich zdrojd.
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Vynélez se tykéd zpisobu m¥ieni hlavnich sm$rd ionizujiciho zé¥eni a zarizeni k jeho
provédsni a je urfen k promdfovini expoziéniho prikonu z hlavnich sadrd pisobeni ionizuji-
ciho zéreni pomoci velkoploBné polovodiZové diody a vyhodnocovactho ze¥{zenf.

Polovodi¥ové dioda miZe byt na obvodu opatfens pfidevnym pratencovym stindnim pro
zvydeni smdrové uU¥innosti.

Pro smdrovou detekci iomizujiciho zdéFeni se dosud pousivej{ prevéind acintila®ni de~
tektory a plynové GM polftefe. Jak GM podftale, tak scintilaéni detektory jsou pFedevdim
pouiivény pro detekci malych expozi¥nfch piikoni, priZem¥ obecnou nevyhodou G po&1italdl
je nizkd detekdni d¥innost a nevyrazné smdrové citlivost.

Rovn% scintilen{ krystaly vélcového tvaru nevykazujf{ sm3rové vlestnosti s vyjimkou
nizkoenergetického zéfeni gema, detekovaného snorganickymi scintildtory s podstatng vEt3im
primérem ne# vyskou scintildtoru. . E

Pritom je nutno pro vyhodnocenf pouiivat slo¥ité elektronické aparatury. Nejb&Zn&ji
se pro dosafen{ sm¥rovych d¥inkd detektoru pouzivéd stin¥ni{ detektoru. Nevyhodou je ve v&t-
5in¥ p¥ipedd zne¥nd hmotnost stin¥ni G podftadl a scintile¥nich krysteld, nebol je v&tsi-
nou rozmdrné a byvé zhotovovéno z olova nebo 2 jinych t&¥kych kovid.

Poulivajl se rovndi kompenzalni systémy, které sestdvaji ze dvou detek¥nich kandld
a vyhodnocuje se rozdil mezi Zetnosimi 2 obou kanéld., PPi tomto systému je nutno pouiit
jeden nebo vice detektord, zvySuje se statistické chyba vlivem rozdilového vyhodnocovéni
Setnost{ e jsou obecnd v&t3i rozm¥ry detektoru. :

Podrobndji je problemaetike smirové detekce zétenf popsdne v prehledném Zlénku FETRAj
Redioisotopy 1Z(3), 327-370 (1976).

Vy8e uvedené nedostatky odstraﬁuje vynélez umoziujici prom&fovat hlavni smdry pisobe-
n{ ionizujfciho zé¥eni a prom&Fovéni expoziénich p¥ikond z hlavnich smérd pisobeni ionizu~
jictho zéFeni, Jehof podstatou jsou velkoplodné polovodiZové PN systémy s vyhodnocovacim
zat{zenim s vyhodou pFistrojem pro m&feni generovaného proudu nebo nepdtil.

Mohou to byt nap¥. mikrosmpérmetr nebo pikoampérmetr pro prom&fovéni generoveného
proudu nebo milivoltmeir nebo aikrovoltmetr pro promdfovéni generoveného nap&tf{, popiipadé
odpovidajici registra¥ni pristroje.

Pr{kladné provedeni zeFizeni k m&feni hlavnich smdrd ionizujfcfho zd¥eni je na pPipo-
jenych vykresech, kde na obr. 1 je celkové schéme s disgremem piijmu, na obr. 2 je pridny
tez i pohled shora a na obr. 3 je stinici prstenec v Fezu.

Zpisob m&Feni hlavnich sm¥rd ionizujfctho zéPenf se provédi tek, Ze velkoplo&nd
polovodiZové dioda L' se natodf maximélni dZinnost{ ve smdru kolmém na zdroj ionizujiciho
zéFen{ a generoveny proud nebo nap¥ti se zavede do m&¥idla proudu nebo nep¥ti 2.

Zeffzeni k provéd¥n{ zpisobu m&feni hlavnich smdrd ionizujiciho zdfeni je tvoFeno
velkaplodnou polovodi¥ovou diodou 1 s W&innou plochou vyhodnd 100. aZ 4 000 mma, kterd je
wloZena ve stf{nicim prstenci 3 tek, aby jejf Zelnf ploche byla ve stFedu stiniciho prsten-

ce 3.

V§vody velkoplo¥né polovodiZové diody 1 Jjsou p¥ipojeny k' vyhodnocovacimu zelfzent,
s vyhodou k pfistroji na m&¥en{ proudu nebo nap&ti 2.

Velkoplo¥né polovodi¥ové PN systémy generuji proud nebo odpovidejfci nap&ti ve svazku
jonizujfefho zd¥eni v zévislosti na poloze detektoru vi¥i smdru pisobent ionizujiciho zdie~
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ni (obr. 1), neboli tyto polovodi&ové PN systémy maji rdznou smirovou ulinnost. Navic je
moZno smirovy efekt je3t¥ zesilit pomoci piidevného stin¥ni nap¥. ve tveru prstence J
(obr. 2a, b).

Tonizujfcl zéreni Jje mo%no registrovat ve dvou vzédjemnd kolmych smdrech a z rozdilu
snédze stanovit hlavnf{ sm¥ry plsobeni ionizujf{ciho zdFeni a odpovidajici expozilni p¥ikony.

Podle vyndlezu je mo¥no prom&iovat hlavni sm¥ry plsobeni ionizujfciho zéfeni a odpo-
vidajic! expozidni p¥fkony i u silnych radia¥nich zdrojl, kde se expozi¥ni pfikony pohybu~
ji kolem 10 mA/kg, kde nap¥. GM polita&e nebo podobné systémy neni moZno vibec pou¥it.

Je mo¥no semozFejmd promdifovat hlevni smdry plsoben{ ionizujifcitho zdi‘eni i u podsiat-
n& slab¥ich zdrojd zéFen{ a to jak u zd¥eni gemu, tek u zdFeni beta nebo u urychlenych '
elektrond, v ndkterych p¥fpadech i u zé¥eni protonového nebo u zé¥eni slfa nebo u jingch
typd ionizujfctho zdrent.

Pridavné stindnf{ mb¥e byf v rizné forms. MiZe byt nep#. ve form& jednoduchého tenkého
prstence 3, ktery obepfnd ploché polovodi¥ové ¥idlo, .nebo mbZe byt ve tvaru kolimédtoru Jp
(obr. 3). .

Pri pou%iti plochého tenkého prstence 3 je hlavni{ sm¥r plsobeni ionizujiciho zéPent
moZno stanovit na zdkladé urdeni sméru, ve kterém Jje registrovédn minimélni dde;] na polovo-
di%ovém ¥idle, nepP. je registrovén pomoci ampérmetru miniméini generovany proud (obr. 1).

13

V pripad¥, %e se tfmto Zidlem ot&2i a v¥sledny generovany proud se snimé ne registral-
nim zefizeni, lze ziskat pifehled o hlavnich sm&rech plisobeni ionizujicfho zdPenf v celé
roving z registrovandho zéznamu.

Pokud je pouZito stindni, které obklopuje z vEt3{ ¥dsti polovodidové &idlo a Jje pone-
chén pouze uzky otvor, kterym dopadd ionizujfci zd¥enf ne ¥idlo, je moZno vyhodnoéit hlav=
n{ smdr plsobeni ionizujfciho zdfenf na zdkladZ urdeni smdru, ve kterém je registrovéna
meximélni zm¥na na polovodi¥ovém &idle, napf. je registrovén pomoci ampérmetru maximélni
generovany proud.

V hlavnich sm¥rech pisobenf ionizujfcfho zdPeni Je moZno soulasn& stanovovat pomoci
vhodné kalibrace intenzitu dopesdajiciho ionizujiciho zé¥eni{ s odpovidajici expozilni pii-
kony. Polovodi¥ové ¥idla je moZno pouffvat bud jednotlivd, nebo je mo¥no je pro zvySeni
de¢inku usporddat do plosného souboru, kde budou unistdny vedle sebe (peralelnd), nebo je
rovnd% umfstit pPfi m&¥eni ze sebou.

Eventudlni pfidavné stindni je potom umistdno kolem souboru t3chto polovodi&ovych &i-
del. S vyhodou Je mo¥né pouzft polovodi¥ovyich prvkd, jeko jsou velkeplodné kiemfkové PH
systémy kontektovanéd a piipojené k dilata®nim podloXkém nebo i PN systémy s Jen vytvolenym
kontaktem pomocf niklu (Ni) nebo napafenym zletem (Au), hlinfkem (Al) a podobnymi kovy.

Vzhledem k minimélnimu Zesovému zpofddni dosehovanych efektl je moZno zaznemenat a vy-
hodnotit daje s minimélni Zasovou ztrdtou a ziskané vysledky jsou k dispozici tém¥¥ okem-
2its.

Zplsob m&¥enf hlavnich smdrd ionizujiciho zéreni a zefizen{ k jeho provéddni je moZno
pou¥ivat pro proméfovéni a pro stanovovéni hlavnich sm¥rd pisobenfi ionizujiciho zdfeni,
ve velkych ozafovacich radia¥nich zdrojich.

Zpisob m3feni hlevnich smérd ionizujfciho zdFeni e zalffzen{ k jeho provéddni je moZno
sou¥asnd vyuZivat pro rychlé stanovovéni expozi¥nich p¥fkonl ve velkych radia¥nich zdrojich
a prom¥fovéni radie¥niho pole t¥chto zdrojid.
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Je mo¥no rovnd% uréovat mista, kde se napf. nachdzf z4#i¥, nad nimf bylsa ztracena
kontrola. Vyndlez mi¥e byt vyufit i p¥i lokelizaci mist intenzivntho zamofeni rediosktiv-
nimi ldtkeml, pro urdeni vyskytu silnych rediosktivnich zd&FiZ%d a pro podobné uZely.

PREDMET VYNALEBZU

1. Zplsob m&Fen{ hlavnich sa¥rd ionizujictho zdfenf, vyznadujici se tim, Ze se poui-
je velkoplo&né diody (1) s meximdlni d&innostf ve sméru kolmém na jeJ{ Zelni plochu a ge~
nerovany proud nebo nepsti se zevéd{ do m#fidla proudu nebo nap¥ti (2).

2. Zarizeni k provédéni zpisobu mdFen{ hlavnich smdrd ionizujfciho zd¥eni podle bodu
1, vyznadujici se tim, Ze Je tgoieno velkoplofnou polovodi¥ovou diodou (1) s d¥innou plo~
chou napfikled 100 aZ 4 000 mm™, kterd je w.oZenm ve stinicim pratenci (3) tek, aby jeji
felni plocha byle ve stFfedu stiniciho prstence (3) a v¥vody jsou pFipojeny k vyhodnocovaci-
mu zaiizeni{, s vfhodou pPi{stroji ne m&Ffeni proudu nebo napstf (2).

3 vykreey
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